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新規な半導体集積回路･デバイス･プロセス新規な半導体集積回路･デバイス･プロセス

技術の開発を基盤として 高度なヒュ技術の開発を基盤として、高度なヒュー

ンインタ フェ スシステムの実現を目指ンインターフェースシステムの実現を目指

しています 産学連携を軸にその具現化しています。産学連携を軸にその具現化

推進しています また 技術社会システム推進しています。また、技術社会システム

専攻において 新技術創出のみならず 技専攻において、新技術創出のみならず、技

術経営も担える人材を育成するよう努力術経営も担える人材を育成するよう努力術経営も担 る 材を育成する う努力

ていますています。て ます。
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ダ埋込み型完全電荷転送フォトダイ埋込み型完全電荷転送フォトダイ

オードに隣接して横型オーバーフ 従来のCオ ドに隣接して横型オ バ フ 従来のC
ロー容量を画素毎に設置した新規ロ 容量を画素毎に設置した新規

なCMOSイメージセンサですなCMOSイメ ジセンサです。

本イメージセンサは本イメ ジセンサは,
• 露光時間を分割しない:• 露光時間を分割しない:

⇒優れた動画撮像特性⇒優れた動画撮像特性

• フォトダイオードを分割しない:• フォトダイオードを分割しない:
⇒優れた解像特性⇒優れた解像特性

• 完全にリニアな光電変換特性:• 完全にリニアな光電変換特性:
⇒良質なカラ 画像特性 新開発イ⇒良質なカラー画像特性 新開発イ

高感度化と広DR化のトレ ド
新開発イ

• 高感度化と広DR化のトレード

オフを解消 Rオフを解消 φS
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T FD

ます。高画質デジタルカメラ,セ PD
FD

ます。高画質デジタルカ ラ,セ
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計測などの分野 の応用展開を進
画素等価回

計測などの分野への応用展開を進
画素等価回

計測などの分野 の応用展開を進

め ますめています。めています。
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橙丸内の性能（すべての性能指橙丸内の性能（すべての性能指
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従来 イメ ジ サ よる撮像例従来のCMOSイメージセンサによる撮像例 D従来の イ ジ ンサによる撮像例

2005 2006開発のイメージセンサによる撮像例2005-2006開発のイメージセンサによる撮像例

2007 開発のイメ ジセンサによる撮像例 CG2007 開発のイメージセンサによる撮像例 CG
F 1 2 AFE i 12dBF 1 2 AFE i +0dB F=1.2 AFE gain=+12dBF=1.2 AFE gain=+0dB 

2008開発のイメージセンサによる撮像例 DR2008開発のイメ ジセンサによる撮像例 DR

F1 4V Mode 1/60sLight OFF F1.4V-Mode 1/60s                Light OFF
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指標で1桁以上の性能改善）を達成指標で1桁以上の性能改善）を達成．
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DR=75dB

例 DR=100dB 世界初の同時露光例 DR=100dB 世界初の同時露光
広DR技術広DR技術

Pixel Array
640 x 480640 x 480

G=200 V/e- Noise=2 2e- Q =100ke-G=200μV/e-, Noise=2.2e-, QSAT=100ke-

BB 

世界最高性能のPixel Array
640 x 480

世界最高性能の
感度 飽和電荷量積

640 x 480
感度･飽和電荷量積

=200dB 世界最高性能の200dB 世界最高性能の
広DR広DR
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V Mode 47 9 s I Mode 172 s               V-Mode 47.9μs                      I-Mode 172μs
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